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Тонкие плёнки на основе оксида индия (In2O3) сочетают свойства электропроводности и прозрачности в видимом диапазоне спектра. Такие материалы используются при производстве плоских дисплеев, солнечных панелей, антистатических покрытий и инфракрасных зеркал. Одним из основных методов получения оксидных плёнок является осаждение из газовой фазы.
Термодинамика парообразования In2O3 была исследована ранее [1], [2], [3], [4] но результаты данных работ имеют существенные расхождения, в том числе, касающиеся качественного и количественного состава равновесного пара. Величина стандартной энтальпии образования газообразного оксида In2O, определенная в разных работах, обнаруживает значительный разброс значений. Главная причина такой ситуации это известная трудность в определении молекулярных предшественников ионов и расшифровке регистрируемых масс-спектров при высокотемпературных масс-спектральных исследованиях. Для решения этой задачи нами был предложен подход, предполагающий исследование парообразования в системе In-In2O3 методом высокотемпературной масс-спектрометрии.
Эффузионные эксперименты проводили с использованием кварцевых камер в диапазоне температур 900-1200K на высокотемпературном масс-спектрометре МС-1301. Эксперименты по совместному испарению In и In2O3 в изотермических условиях позволили впервые определить масс-спектр молекул In2O. Эти данные были использованы для определения содержания компонента In(г) в равновесной газовой фазе над индивидуальным оксидом. В аналогичных экспериментах было впервые найдено отношение сечений ионизации In и In2O. На основании полученных данных были определены величины парциальных давлений компонентов пара и рассчитаны константы равновесия и энтальпии реакций, протекающих при парообразовании в системе, «по третьему закону термодинамики». Исследования температурных зависимостей констант равновесия реакций, позволили определить энтальпии реакций «по второму закону термодинамики». На основании полученных значений энтальпий реакции была найдена энтальпия образования оксида In2O(г).
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